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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體封裝，包括：一半導體晶片，設置在一中介層的頂表面上；一第一驅動器晶
片和一第二驅動器晶片，分別設置在所述中介層的頂表面和的底表面上；一第一光學發

送器和一第一光學接收器，安裝在所述第一驅動器晶片的表面上且藉由所述第一驅動器

晶片所控制；以及一第二光學發送器和一第二光學接收器，安裝在所述第二驅動器晶片

的表面上且藉由所述第二驅動器晶片所控制，其中所述第二光學發送器和所述第二光學

接收器與所述第一光學發送器和所述第一光學接收器透過穿透所述中介層的光信號來進

行光學通訊，其中該中介層包含：一第一導電互連線，用於將所述半導體晶片電耦接到

所述第一驅動器晶片；一信號端子，設置在所述中介層的底表面上；以及一第二導電互

連線，用於將所述第二驅動器晶片電耦接到所述信號端子。

2.　根據申請專利範圍第 1項的半導體封裝，其中所述第一和第二驅動器晶片被設置成與所
述中介層的一部分重疊以面對彼此。

3.　根據申請專利範圍第 2項的半導體封裝，其中所述第一光學發送器和所述第一光學接收
器被安裝在面對所述第二驅動器晶片的所述第一驅動器晶片的一表面上。

4.　根據申請專利範圍第 3項的半導體封裝，其中，所述第二光學接收器被安裝在面對所述
第一驅動器晶片的所述第二驅動器晶片的一表面上，並且與所述第一光學發送器對準，

使得從所述第一光學發送器產生的第一光信號穿透所述中介層而到達所述第二光學接收

器；以及其中，所述第二光學發送器被安裝在面對所述第一驅動器晶片的所述第二驅動

器晶片的一表面上，並且與所述第一光學接收器對準，使得從所述第二光學發送器產生

的第二光信號穿透所述中介層而到達所述第一光學接收器。

5.　根據申請專利範圍第 4項的半導體封裝，其中所述中介層包括透明光穿透部分，所述第
一和第二光信號通過所述透明光穿透部分而穿過。
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6.　根據申請專利範圍第 4項的半導體封裝，其中所述中介層包括矽材料，其中所述第一和
第二光信號通過所述矽材料。

7.　根據申請專利範圍第 6項的半導體封裝，其中所述第一和第二光信號為紅外(IR)射線。
8.　根據申請專利範圍第 7項的半導體封裝，其中所述第一和第二光信號具有 1200奈米至

15000奈米的波長。
9.　根據申請專利範圍第 4項的半導體封裝，其中所述第一和第二光信號透過穿透所述中介
層的通孔所發送。

10.   根據申請專利範圍第 1項的半導體封裝，其中所述半導體晶片包括記憶體晶片、中央處
理單元(CPU)晶片、系統大型積體電路(LSI)晶片或現場可程式閘陣列(FPGA)晶片。

11.   根據申請專利範圍第 1項的半導體封裝，其中所述第一光學發送器包括一雷射裝置，並
且所述第一光學接收器包括一光偵測器。

12.   根據申請專利範圍第 11項的半導體封裝，其中，所述第一驅動器晶片控制所述雷射裝
置，使得所述雷射裝置將自所述半導體晶片輸出的電信號轉換成所述光信號中的一者；

或其中，所述第一驅動器晶片控制所述光偵測器以將另一個光信號轉換成電信號，並且

將所述電信號發送至所述半導體晶片。

13.   根據申請專利範圍第 1項的半導體封裝，進一步包括：穿透所述中介層的一第一貫孔；
以及一第三導電互連線，設置在所述中介層的頂表面，以將所述第一貫孔的一端電耦接

到所述第一驅動器晶片。

14.   根據申請專利範圍第 13項的半導體封裝，進一步包括：一電源供應端子，設置在所述中
介層的底表面並且電耦接到所述第一貫孔的另一端。

15.   根據申請專利範圍第 14項的半導體封裝，進一步包括：一第四導電互連線，設置在所述
中介層的底表面上以將所述電源供應端子電耦接到所述第二驅動器晶片。

16.   根據申請專利範圍第 13項的半導體封裝，進一步包括：另一信號端子，設置在所述中介
層的底表面上並且電耦接到所述第一貫孔的另一端。

17.   根據申請專利範圍第 15項的半導體封裝，進一步包括：穿透所述中介層的一第二貫孔；
以及一第五導電互連線，設置在所述中介層的頂表面，以將所述第二貫孔的一端電耦接

到所述半導體晶片。

18.   一種半導體封裝，包括：一第一驅動器晶片和一第二驅動器晶片，分別設置在一中介層
的頂表面和底表面上；一第一半導體晶片，設置在所述中介層的頂表面上且電耦接到所

述第一驅動器晶片；一第二半導體晶片，設置在所述中介層的底表面上且電耦接至所述

第二驅動器晶片；第一導電互連線，用於將所述第一半導體晶片電耦接到所述第一驅動

器晶片；第六導電互連線，用於將所述第二半導體晶片電耦接到所述第二驅動器晶片；

一第一光學發送器和一第一光學接收器，安裝在所述第一驅動器晶片的一表面上且藉由

所述第一驅動器晶片控制；一第二光學發送器和一第二光學接收器，安裝在所述第二驅

動器晶片的一表面上且藉由所述第二驅動器晶片控制；一信號端子，設置在所述中介層

的底表面上；以及一第二導電互連線，用於將第二驅動器晶片電耦接到所述信號端子，

其中所述第二光學發送器和所述第二光學接收器與所述第一光學發送器和所述第一光學

接收器透過穿透所述中介層的光信號進行光學通訊。

19.   一種半導體封裝，包括：一第一驅動器晶片和一第二驅動器晶片，分別設置在一中介層
的頂表面和底表面上；一第一半導體晶片，設置在所述中介層的頂表面上且電耦接到所

述第一驅動器晶片；一第二半導體晶片，設置在所述中介層的頂表面上且與所述第一半

導體晶片分隔開；第一導電互連線，用於將所述第一半導體晶片電耦接到所述第一驅動

器晶片；一第一光學發送器和一第一光學接收器，安裝在所述第一驅動器晶片的一表面

(2)
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上且藉由所述第一驅動器晶片控制；一第二光學發送器和一第二光學接收器，安裝在所

述第二驅動器晶片的一表面上且藉由所述第二驅動器晶片控制；信號端子，設置在所述

中介層的所述底表面上；一第二導電互連線，用於將第二驅動器晶片電耦接到所述信號

端子中的一者；以及一第三貫孔，穿透所述中介層以電耦接所述第二半導體晶片到所述

信號端子的另一者，其中所述第二光學發送器和所述第二光學接收器與所述第一光學發

送器和所述第一光學接收器透過穿透所述中介層的光信號進行光學通訊。

圖式簡單說明

圖 1是示出根據一實施例的半導體封裝的橫截面圖；圖 2是示出根據一實施例的半導體
封裝的橫截面圖；圖 3是示出包括在根據一實施例的半導體封裝中的電-光-電收發器之一方
框圖；圖 4是示出包括在根據一實施例的半導體封裝中的半導體晶片和驅動器晶片之間的電
連接之一平面圖；圖 5是示出包括在根據一實施例的半導體封裝中的半導體晶片和中介層之
間的電連接的橫截面圖；圖 6是示出包括在根據一實施例的半導體封裝中的驅動器晶片和中
介層之間的電連接的橫截面圖；圖 7是示出根據另一實施例的半導體封裝的橫截面圖。
圖 8是示出根據再一實施例的半導體封裝的橫截面圖；圖 9是示出根據又一實施例的半

導體封裝的橫截面圖。

圖 10是示出根據一實施例的半導體封裝的橫截面圖；圖 11是示出採用包括根據一些實
施例的至少一個半導體封裝的記憶卡的電子系統之一方框圖；以及圖 12是示出包含根據一些
實施例的至少一個半導體封裝的另一電子系統之一方框圖。
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